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[序論] 近年，安価で発電効率の高い太陽電池

用結晶シリコンとして，従来の mc-Siに加えシ

ードキャスト法により作製された mono-like Si

や HP mc-Siが注目されている[1]．更なる高効率

化に向けて結晶中の析出物と結晶欠陥を制御す

ることは必須である．結晶成長方法の違いによ

る結晶欠陥密度への影響は、多くの研究がなさ

れてきたが，酸素析出物への影響については，

必ずしも明らかになっていない．我々は、酸素

析出物発生過程である軽元素不純物に着目し，

HP mc-Si 中の軽元素不純物は，従来の mc-Siと

同様に融液の対流等の結晶成長条件によって決

まることを明らかにしてきた[2]．本研究では

HP mc-Si 中の酸素析出物に着目し，同じ結晶成

長炉で作製した従来の mc-Si，mono-like Siと比

較し，結晶欠陥密度と酸素析出物の関係を調べ

た． 

[実験方法] 40 cm×40 cmの坩堝に，同じ結晶

成長炉を用いて作製した 3種類のシリコン結晶

（従来の mc-Si，HP mc-Si，および mono-like Si）

を用意した[1]．それぞれの結晶を成長方向に平

行にスライスし（縦切り），両面研磨を施した．

熱処理 1000 
o
C 4, 8 hの熱処理を行い，結晶成長

中に形成された酸素析出の促進を行った．熱処

理前後の試料中の格子間酸素や酸素析出物の面

内分布を μ-FTIRにより測定した． 

[実験結果] 坩堝底から 125 – 150 cm における

HP mc-Si の熱処理（1000 
O
C 4 h）前後の格子間

酸素の赤外吸収強度の分布を Fig. 1, 2に示す．

面内下部（坩堝の底から 125-135 cm）付近に着

目すると，熱処理後の酸素濃度は，増加してい

ることがわかる．また，面内上部（坩堝の底か

ら 145-150 cm）付近に着目すると，熱処理後の

酸素濃度は，減少していることがわかる．これ

は，面内下部では，結晶成長中に形成された小

さな析出物が分解され，面内上部では，大きな

析出物が成長しためと考えられる．そのため，

結晶成長方向によって，析出核の大きさが異な

ることが示唆された． 
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Fig.1 Oi distribution of HP mc-Si 

Fig.2  Oi distribution of HP mc-Si 

after annealing at 1000 
o
C for 4 h 
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